




































































专利名称(译) 蒸气沉积装置，蒸气沉积方法和有机EL显示装置
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摘要(译)

气相沉积源（60），限制板单元（80）和气相沉积掩模（70）按此顺序
设置。限制板单元包括沿第一方向设置的多个限制板（81）。限定板在
第一方向上限定限制空间（82）的侧表面构造成使得在第一方向上相邻
的限制板之间的限制空间的第一方向上的尺寸比最窄部分宽的部分（在
极限空间的第一方向上具有最窄尺寸的81n）至少在气相沉积源侧相对于
最窄部分形成。因此，可以在大尺寸基板上的期望位置处形成抑制边缘
模糊的涂膜。
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